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22/11/2017

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.
La prueba es sin material.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1 (30 ptos): 

Para el circuito de la figura 1:
a) La tensión DC a la salida (VoDC) se fija a través de una realimentación (Rf1 y

Rf2). Analizar cualitativamente que ocurre si VoDC aumenta respecto a dicho
valor nominal. 

b) Calcule la tensión DC en la salida Vo en función de la tensión DC a la entrada
VinDC y los parámetros del circuito.

c) Calcule la ganancia Vo/Vin, identificando claramente sus bloques A y . Asuma
unidireccionalidad de los bloques.

d) Indique,  en  función  de  los  parámetros  del  circuito,  que  condiciones  deben
cumplirse para que la ganancia del circuito solo dependa de Rf1 y Rf2, y cuanto
vale la misma.

Figura 1

Datos:  
VDD y VinDC son tales que todos los transistores operan en zona de saturación.
Todos los transistores tienen tensión de Early VA.
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Problema 2 (35 ptos): 

El circuito de la figura 2 es una etapa de potencia con protección contra cortocircuitos a
la salida.

Salvo en la parte d) en que se dan datos numéricos, a los efectos de las otras partes se
considerarán  los  valores  literales  indicados  en  la  figura  y  los  siguientes.  Todos  los
transistores tienen el  mismo valor de VBE (o VEB según el tipo de transistor) y de
VCESAT (o VECSAT segun tipo de transistor).  Q1 =  Q2 =  POT,   del resto de los
transistores de valor SIG. R1 = R2 = R.

a) Indicar si la etapa opera en clase AB o en clase B. Fundamente su respuesta.
b) Determinar para qué valor de corriente de pico a la salida comienza a actuar la

protección.  Explicar  cuándo  se  activa  la  protección  y  cómo logra  limitar  la
corriente de cortocircuito.

c) Determinar  la  máxima  potencia  que  la  etapa  puede  entregar  a  la  salida
(asumiendo que con la carga RL mostrada en la figura y los restantes datos del
problema la protección no actúa).

d) Si se desean entregar 16 W a la carga en la siguiente situación: RL = 4 Ohm,
R=0.11 Ohm, VBE = 0.7 V, VCESAT = 0.3 V,  POT = 25,  SIG= 150, VCC=15V.
i. ¿ Qué condición  debe cumplir Ibias para que se pueda entregar la potencia

deseada a la salida ?
ii. Si Ibias cumple la condición anterior, ¿ qué eficiencia se tiene cuando se

están  entregando  los  16W  a  la  salida  ?.  A los  efectos  de  este  cálculo
considerar solo el consumo debido a la rama de salida del amplificador y se
podrá despreciar la disipación en R1 y R2.

Figura 2
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Problema 3 (35 ptos):  (Ejercicio 7 Practico 7)

Considere  el  circuito  de  la  figura  3  donde  todos  los  transistores  son idénticos  con
ganancia en corriente , tensión base emisor VBE y la tensión de saturación VCESAT.

a) Indicar terminales de entrada inversor y no inversor.
b) Indicar el valor de la corriente I en función de Io e Ia, para que la tensión Vo de

reposo sea 0V. Calcular Ia
c) Calcular la ganancia en función de Va
d) Calcular la máxima excursión pico a pico de salida. Se asume que la mínima

tensión admisible en las fuentes de corriente I es VBE.

Figura 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IIE, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República










